
G3VM-401B/E
MOS FET

MOS FET

注.   产品的型号中没有标明“G3VM”。

（注1）：测量输入输出间的耐压时，分别对LED针脚、
受光侧针脚统一地施加电压。
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LED IO＝120mA
A IF＝5mA、IO＝120mA
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VOFF＝400V
V＝0、f＝1MHz
f＝1MHz、VS＝0V
VI-O＝500VDC、ROH  60%
IF＝5mA、RL＝200Ω、
VDD＝20V（注2）
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＊负载电压（最大）：表示峰值AC、DC。

RoHS

DIP6

G3VM-401B

G3VM-401E

G3VM-401E(TR)

400V

印刷基板用端子

表面安装端子
1a

50

1,500

（注2）：动作·复位时间
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